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Изготовленa интегрированная гетероструктура Au—n-GaP—n-Si с барьером Шоттки. Барьерный 
контакт был получен химическим осаждением нанослоя Аu толщиной 12 – 14 нм. Исследованием 
спектра фоточувствительности в области энергии 2,0–3,4 эВ методом фотоответа определены 
пороговая энергия прямых оптических переходов Е0 и ширина запрещенной зоны Еg для GaP, выра-
щенного на подложке кремния n-типа.  
 
Ключевые слова: барьеры Шоттки, Au—n-GaP—-n-Si, химическое осаждение,  метод фотоответа, 
ширина запрещенной зоны 

 
В настоящее время для дальнейшего развития элементной базы современной микро-, опто- и на-

ноэлектроники ведутся физические и технологические исследования для интегрирования кремниевой 
технологии с технологией соединений А3В5 во главе с арсенидом галлия [1]. Развитие такой интегриро-
ванной технологии, с удачным сочетанием параметров соединений А3В5 и Si, позволяет создать прин-
ципиально новые микро- и оптоэлектронные структуры с большими функциональными возможностями 
[1—3]. Вопросы изучения зонной структуры полупроводников, основанных на явлении фотоэлектроак-
тивного поглощения в поверхностно-барьерных структурах «металл (m)—полупроводник (s)», 
несмотря на многолетние исследования, остаются актуальной задачей физики полупроводников и 
полупроводниковых приборов [4]. В этой связи несомненный интерес представляют исследования 
барьеров Шоттки (БШ) на основе фосфида галлия (GaP), выращенных на кремниевой (Si) подложке. 

Настоящая работа посвящена исследованию спектра фоточувствительности интегрированных 
структур Au—n-GaP—n-Si с целью получения новых данных о зонной структуре n-GaP, выращенно-
го на подложке n-Si. 

Объектом исследования служили структуры Au—n-GaP—n-Si и контрольная структура Au— 
n-GaP—n+-GaP. Эпитаксиальные слои n-GaP на подложках n-Si и n+-GaP получены методом газофазной 

эпитаксии в открытой хлоридной 
системе [3]. Толщина слоев n-GaP 
составляла 5—10 мкм. Для созда-
ния БШ сначала был изготовлен 
омический контакт Ni+Au на под-
ложке n-Si, а затем на поверхности 
GaP формировался барьерный кон-
такт нанослоя Au толщиной 12—
14 нм [4]. Площадь барьерного 
контакта у разных структур со-
ставляла 0,04—0,14 см2. При 
комнатной температуре (300 К) 
измерялись вольт-фарадные (C-U) 
характеристики и спектры фото-
тока короткого замыкания (If0–
hν). Конструктивная схема и ос-
новные результаты представлены 
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на рис. 1 и 2. Спектральная фоточувствитель-
ность (ФЧ) исследуемых m—s-структур сравни-
валась с контрольной  структурой. На рис.1, б 
представлены нормированные спектры ФЧ струк-
тур Au–n-GaP–n-Si (1) и Au–n-GaP–n+-GaP (2).  

Важно подчеркнуть, что длинноволновая 
часть спектров фототока для обеих структур от-
ражает особенности зонной структуры фосфида 
галлия (рис.1, б). В интервале энергий фотонов 
hν=2,3—2,6 эВ фототок обусловлен переходами 
электронов из валентной зоны в Х-долину зоны 
проводимости (Е0=2,8 эВ). Указанный интервал 
энергии фотонов относится к фиолетовой и УФ 
областям спектра. Для определения пороговой 
энергии прямых оптических переходов Е0 и ши-
рины запрещенной зоны Eg для GaP, выращенных 
на подложке Si, использовались контактные фо-
тоэлектрические методы [5, 6]. 

 
 

Установлено, что для структур Au—n-GaP—n-Si зависимость If0 от hν в области hν=2,4—2,7 эВ 
подчиняется концепции Спитцера и Мида [6]: If0 ≈ (hν–Eg)2. Из этой зависимости определена величина 
Eg, значение которой равно 2,26 эВ (рис. 2, кривая 1). Сопоставлением спектра поглощения GaP со 
спектром фототока Au—n-GaP—n-Si-структур по методике [5] определена величина Е0 для GaP. Она 
составила 2,80 эВ при 300 К (рис. 1, б). Использование контактного фотоэлектрического метода [5, 6] 
позволило получить новые данные о зонной структуре фосфида галлия n-типа, выращенного на под-
ложках кремния n-типа (рис. 1, б и рис. 2). 
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N. Nazarov, D. Melebayev, M. A. Abdullayev 
Photosensitivity spectrum of Au–n-GaP–n-Si Schottky barriers. 
 
An integrated heterostructure Au–n-GaP–n-Si with Schottky barrier has been produced. The barrier contact 
was obtained by chemical vapor deposition of 12—14 nm Au nanolayer. Studying the spectrum of photosen-
sitivity in the energy region 2,0—3,4 eV using the photoresponse method, the authors have determined the 
threshold energy E0 of direct optical transitions and the band gap Eg for GaP grown on the n-type silicon sub-
strate. 
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